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【はじめに】GaN系デバイスを普及させるためにはクラックフリーかつ反りのない自立 GaN基板の作製が必要と

される。これまで我々は、Naフラックス法を用い、サファイアと GaNの熱膨張係数差に由来する応力を発生させ

ない手法として、結晶成長終了後の冷却直前（応力が発生する前）にサファイアを溶解する試みを行ってきた。

本手法では、種結晶であるテンプレート（c-GaN/sapphire）のサファイア厚を大きくするほど、低反りな自立 GaN

結晶が得られることが明らかになっている[1]。これは、成長中におけるウエハ全体の反り量が関係すると予想し

ているが、その詳細はわかっていない。そこで、本研究では昇温後におけるテンプレート反り量を決めるもう一

つの因子と予想される GaN膜厚に着眼し、GaN膜厚と自立後の GaN結晶反りの関係を調査したので報告する。 

【実験と結果】サファイア厚 100 μm ～ 1000 μm 及び GaN膜厚 5 μm～ 30 μmの c面 GaNテンプレートを種結

晶として用いた。Fig. 1 に育成プロセスを示す。坩堝に種結晶、Ga、Na 及び炭素を充填後、ステンレス容器に封

入し、870○Cまで加熱し、4.0 MPaの N2 雰囲気下で 72時間育成を行った。結晶が 1 mmまで成長した後、サファ

イア溶解プロセスとして Ga-Na 融液に対し濃度 5 mol%の Li を添加したのに加え、サファイア溶解促進のため温

度を 900○Cまで昇温し、24時間維持し続けた。本実験により得られた GaN結晶像を Fig. 2 に示す。結晶中にクラ

ックは見られず、自立化していた。次に、X線回折測定により、結晶の反り（曲率）の評価を行った。Fig. 3 に各

種結晶から成長させた GaN結晶の自立化後の曲率を示す。種結晶のサファイア厚が大きくなるのに伴い、得られ

る結晶の反りが小さくなることに加え、種結晶の GaN膜厚が小さくなる程、得られる結晶の反りが小さくなるこ

とが分かった。これは、GaN-サファイア間に存在する内部応力がテンプレートの仕様によって異なり、昇温後（成

長開始直前）における種結晶の反りが異なる結果、成長後の GaN結晶の反りも変化していると考えられる。昇温

後における種結晶の反りと室温における種結晶反りの関係は調査中であり、結果は当日報告する。 
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Fig. 1 Schematic drawing of growth process  Fig. 2 Optical image of grown 

crystal on c-template by the 

Na-flux method  

Fig. 3 Curvature of grown crystals on c-template 
with various sapphire thickness as a function of 

a seed- GaN thickness. 
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